Tranzystory

Ze względu na zasadę działania tranzystory dzielą się na dwie grupy:

1.tranzystory bipolarne,
2.tranzystory unipolarne (zwane także polowymi).

Poniżej opisano dane dotyczące tranzystorów bipolarnych-warstwowych.

Budowa i przeznaczenie tranzystorów:

Tranzystor warstwowy składa się z dwóch złączy typu p-n lub typu n-p., które położone są blisko siebie.

Istnieją dwa typy tranzystorów: typ p-n-p, n-p-n Oba typy tranzystorów spełniają w układzie te same zadania,  a różnią się sposobami zasilania.

Schemat budowy tranzystorów przedstawiają poniższe rysunki:
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Tranzystor typu p-n-p



                                            


     Tranzystor ma trzy elektrody:

E-emiter,            B-baza,            K-kolektor.


Symbole graficzne tranzystorów przedstawiają poniższe rysunki:
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Symbole graficzne tranzystorów różnią się zwrotem grotów umieszczonych na emiterze. W przypadku tranzystora typu p-n-p grot skierowany jest do wewnątrz,  a dla tranzystora typu n-p-n grot skierowany jest na zewnątrz. 

Zastosowanie tranzystorów:

- między innymi w układach wzmacniaczy, generatorów, zasilaczy.

Zasada działania tranzystorów 

W przybliżeniu tranzystor można sobie wyobrazić jako dwie diody półprzewodnikowe połączone przeciwne
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Diodę D1 (baza-emiter) włączamy do układu w ten sposób, aby była ona                   w stanie przewodzenia tzn. do emitera E podłącza się minus, a do bazy B plus zasilania. 

Diodę D2 (baza-kolektor) włączamy w ten sposób, aby była ona w stanie                      nie przewodzenia (zaporowym). Kolektor C podłącza się do plusa zasilania. 

Zasadę działania tranzystora typu n-p-n opisana na przykładzie poniższego układu elektronicznego.
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      W tym układzie emiter tranzystora włączony jest bezpośrednio do minusa zasilania, baza poprzez potencjometr do plusa i kolektor poprzez żarówkę do plusa zasilania. Jeśli suwak 2 potencjometra P znajduje się przy końcówce 3, to w obwód włączana jest cała rezystancja potencjometra P=4,7k. Żarówka nie świeci, ponieważ pomiędzy emiterem a bazą płynie zbyt mały prąd  ograniczony przez rezystancję potencjometra. Przesuwając suwak potencjometra w kierunku końcówki 1 zmniejsza się wielkość rezystancji w obwodzie baza-emiter. Powoduje to wzrost prądu bazy . Dla rezystancji równej ok. 2,3 k(, żarówka zaczyna się żarzyć. Dalsze zmniejszanie rezystancji powoduje wzrost jasności świecenia żarówki Dla wartości rezystancji                           ok. 900( świecenie żarówki jest maksymalne . 

Prąd bazy dla tej wartości rezystancji wynosi IB=4mA, a prąd kolektora ,który jest zarazem prądem przepływającym przez żarówkę wynosi IC=300mA.

 Prąd kolektora jest więc 75 razy większy od prądu bazy. 

Prąd emitera IE jest równy sumie prądów bazy IB  i kolektora IC .

 IE=IB+IC, IE= 4 mA+300mA=304mA 

      Małym prądem bazy można sterować przepływ wielokrotnie  większego prądu kolektora . Małemu wzrostowi prądu bazy towarzyszy wielokrotnie większy wzrost prądu kolektora . Cechy te pozwalają  wykorzystać tranzystor jako przełącznik oraz wzmacniacz małych prądów. 

   Oznaczenia  tranzystorów. 

Tranzystory znakowe są kodem literowo-cyfrowym. 

Pierwsza litera oznaczenia wskazuje materiał z jakiego wykonany jest tranzystor:

A-tranzystor germanowy ;

B- tranzystor krzemowy ;

Druga litera wskazuje rodzaj tranzystora: 

C- tranzystor małej i średniej mocy- małej częstotliwości;

D-tranzystor dużej mocy- małej częstotliwości ;

F- tranzystor małej mocy - wielkiej częstotliwości ;

L-tranzystor mocy- wielkiej częstotliwości ;

S-tranzystor impulsowy małej mocy ;

U-tranzystor impulsowy dużej mocy ;

Niektóre tranzystory maja jeszcze trzecią literę wskazująca zastosowanie;

P- do zastosowań w sprzęcie powszechnego użytku ;

Y- do zastosowań w sprzęcie profesjonalnym ;

Cyfry wskazują serię tranzystora.

Np. tranzystor typu BD 140 jest tranzystorem krzemowym , przeznaczonym do sterowania sygnałem dużej mocy, małej częstotliwości.

W praktyce częściej używa się tranzystorów krzemowych. Posiadają one małą wrażliwość na temperature, która znacznie zmienia parametry tranzystorów germanowych. Pozatym tranzystory krzemowe lepiej pracują w zakresie wysokich częstotliwości i maja większe współczynniki wzmocnienia. 

W tranzystorze typu n-p-n       kolektor i baza zasilane są                             z dodatniego bieguna źródła,           a emiter z ujemnego





W tranzystorze typu p-n-p kolektor i baza zasilane są            z ujemnego bieguna,                     a emiter z dodatniego bieguna źródła.





U=4,5 V


P=4,7 k(


Ż=(3,5 V; 0,3A)
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